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(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UN SUBSTRAT

(57) Abstract: The invention concerns a method for making
substrates. in particular for optics, electronics or optoelectron-
ics. The method comprises steps which consist in: transferring
a seed layer (2) onto a support (12) by molecular adhesion at
the bonding interface; epitaxial growth of a useful layer (16) on
the secd layer, and applying stresses to produce removal of the
formed assembly from the seed layer (2) and the useful layer
(16) relative to the support (12) at the bonding interface.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication
de substrats, notamment pour 1'optique. @'électronique ou
1" opto-€lectronique. Le procédé comprend les étapes suivantes
¢ report d'une couche germe (2) sur un support (12) par
adhésion moléculaire au niveau d'une interface de collage,
épitaxie d'une couche utile (16) sur la couche germe. et
application de contraintes pour conduire au détachement de
I'ensemble constitué de la couche germe (2) et de la couche
utile (16) par rapport au support (12) au niveau de I'interface
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